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PATENTE D E NVENCION
Por VEINTE afios ‘
en Espafia, & favor de Don Blas MILLANES GARCIA,
de nacionalided espéﬁoiag reeiden#é en'Madrid,
calle Serrano, ne, B84-32,, cuyq§patente tiene

Por objeto:
»PROCEDIMIENTO DE FABEICAGION DE UN DISPO-

SITIVO DE EFECTO TRANSISTOR”
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MEMORTIA DESCRIPTIVA

Constituye la finelidad de la invencidn la
realizacidén de un dispositivo de.efecto tran;
sistor mediante el adecuado acoplamiento eléc-
trieco de tres diodoé;

El dispositivo gue noe ocupa representa

una innovacién fundamental con relaclidn a los
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- transistores ordinerios como se desprende de

la simple inspecocidn de su montaje, presen-
tando ademés con relacldn a ellos las ventajas
de su ﬁayor facilidad de fabricaecidén y econo;
mla de coste.

Para la prdctica del lnvento se utilizan
tres electrodos entre los cuales se acoplen
eléctricamente dos dlodos en oposicidn; el
electrodo central constituye la base del tran-
sistor y los otros dos el emisor y colector, res- f
rectivamente. Entre los electirodos emisor y co- J
lector, y en oposgicién con el primero de ellos,
se conecta otro diodds

Las caracteristicasdel dispositivo obteni-

do mediante este monteje y, particularmente, el

efecto transistor buscado, dependen fundamenw
talmente de la naturaleza del material utili-
zado para la fabriecacidn dé los diodos, asf co-
mo de los valores de las resistencias directa
e inversa de los mi=smos y de las capacidades
propias y distribuidaé. , )
Descrita convenientemente la naturaleza del
actusl invento como asimismo la forma de poder-
1o llever a la prdctica para convertirlo en una
reelidad industrializable, se hace constar & los
efectos oportunos que el invento no queda rigu-
rossmente limitedo a los detalles exdctos de es-
ta exposicidn, ya que en el mismo serdn ausce§+
tibles de introducirse todas saquellas modifice.



ciones de detalle que las circunstancias o
la préctica pudieran aconsejar, siempre ¥y

cuando que con las varientes que se introduz-

P can no se altere o modifique la esenciglidad
% e del objeto deserito,
NOTA

Se declaran como de noveded y propledad

Para todo el territorio nacional, el conte-
nido de les siguientes:
100~ | REIVINDIGCACIONES:

12) .~Procedimiento de febricacién de un
dispositivo de efecto transistor, que se ca-
racteriza porque entre tres electrodos, de
los cuales el central actue de base y los dos

15, ~ extpriores de emisor y colector respective-
| mente, se conectan eléctricamente dos diodos
de tal menera que entre cada dos electrodos
se encuentra intercalado un diodo, cuyos dio-
/ dos se mcoplardn de forma que el uno bloguee
; 20, la corriente que el otro deje pasar,
é 28) .~ Procedimiento de fabricacién de un
N dispositivo de efecto transistor,caracteriza-
do porque entre los electrodos emisor y colec-
’ tor mencionedos en le reivindicacidén entexrior
254 y en oposicién con el electrodo emisor, se aco-
Pla eléctricamente otro diodd; _
32) .- Procedimiénto de fabricgcidn de un

dispositivo de efecto t¥ansistor, ceracteriza-
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do por el hecho de dotar & $ade uno de los
diodos referidos en las reivindicaeciones an~-
teriores de resistencias directa e inversa
adecuadas pers que el dispositivo resulten-
te de su acoplamiento se eomporte como un
transistor,

48) ,-"PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE UN
DISPOSITIVO DE EFECTO TRANSISTOR”,
- Todo ello conforme se describe y reivin-
dica en la memorie que antecede que consta de
CUATRO hojas escritas & mdquine por uns sola'

de sus caras,
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